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Oferta zaawansowanych ustug badawczych
Kompleksowe badanie elektryczne préobek

1. Mapowanie wtasnosci putapek powierzchniowych w nanoprzyrzadach
2. Identyfikacja elektrycznego schematu zastepczego nanostruktur i powierzchni granicznych przy
uzyciu spektroskopii admitancyjnej

Mapowanie wiasnosci putapek

Zjawiska transferu tadunku sg jednym z gtéwnych czynnikéw wptywajgcych na parametry elektryczne
i niezawodno$¢ przyrzaddw elektronicznych. Mierzymy i analizujemy rozktady energetyczne gestosci i
przekroju czynnego putapek tadunku w nanoprzyrzadach stosujgc metode wieloparametrycznej
spektroskopii admitancyjnej (MPAS). Technika MPAS polega na analizie graficznej dyspersji konduktancji
mierzonego nanoprzyrzadu (G../w), bezposrednio zwigzanej z gestoscig putapek, jako funkcji potencjatu
powierzchniowego ¢s (wywotanego przytozonym napieciem polaryzacji Vs) oraz odwrotnosci czestosci
katowej przytozonego sygnat napieciowego w™. Przy pomocy metody MPAS mozna szybko oceni¢
przekrdj czynny putapek o, postugujgc sie skalg natozong na mape dyspersji konduktancji, jak to
pokazano na Rys. 1.
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Rys.1 Przyktadowa mapa MPAS: In(G.,/w) = f(ds,In( w'l)), zmierzona dla probki Al-SiO,-Si(n), tox=20 nm. Linia
przerywana pokazuje oszacowana wartos$¢ przekroju czynnego 6,=2x10"° cm” [T.Gutt, H.M. Przewtocki,

Microelectronic Eng. 109 (2013) 94-96, http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2013.03.070].
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Pomiary charakterystyk elektrycznych

Laboratorium wykonuje réwniez standardowe i specjalizowane pomiary charakterystyk 1-V, C-V oraz
G-V przyrzaddw potprzewodnikowych z czutoscig i rozdzielczoscig na poziomie 0.1 fA / 0.5 pV, przy
uzyciu analizatora Agilent B1500A pofgczonego z proberem ostrzowym Cascade Summit 12k (Rys. 2).
Charakterystyki te pozwalajg na okreslenie nastepujacych parametréw struktur poétprzewodnikowych w
zakresie temperatur T=(-60-200)°C i przy czestosci sygnatu f=40Hz-5MHz: poziom/profil
domieszkowania podtoza Ng, napiecie wyprostowanych pasm Vg oraz napiecie progowe Vi, rozktady
energetyczne gestosci putapek powierzchniowych D;; i putapek brzegowych N, oraz rozktady innych
parametrow putapek (stata czasowa 1 i przekréj czynny o).

Rys.2 System do pomiaru parametrow elektrycznych skfadajgcy sie z analizatora przyrzgdow
potprzewodnikowych Agilent B1500 oraz probera ostrzowego CASCADE
z kontrolerem temperatury ESPEC ETC200L.

Identyfikacja elektrycznego schematu zastepczego

W badaniach nanoprzyrzadéw pétprzewodnikowych czesto wystepuje konieczno$é ustalenia
elektrycznego schematu zastepczego przyrzadu. Stosujemy do tego celu metode numerycznego
dopasowania parametrow modelu - elementéw wybranego schematu zastepczego - do spektréw
impedancji przyrzadu, zmierzonych przy uzyciu analizatora impedancji Agilent 4294A.

Dla pomiaréw elektrycznych konieczne jest uzgodnienie parametréw badanych prébek.
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